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(54)  칭 도체 치   , 도체 치  도체 결   

(57)  약

질  도체층  에피택  하  ,    도체 치    공한다.   

 연삭하는 연삭 공 과, 상  연삭 공  후, 상   에 질  도체층  에피택  시키는 질

 도체층  공  갖고, 상  는 질  도체층에는, 압   생하고 는 것  특징

 하는 도체 치   에 해 상  과  해결한다.

  도 - 도5
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특허청  

청 항 1 

  연삭하는 연삭 공 과,

상  연삭 공  후, 상   에 질  도체층  에피택  시키는 질  도체층  공

 갖고,

상  는 질  도체층에는, 압   생하고 는 것  특징  하는 도체 치   .

청 항 2 

1항에 어 ,

상  , 실리콘 , 사 어 , SiC  것  특징  하는 도체 치   .

청 항 3 

1항 또는 2항에 어 ,

상  연삭 공 에 해, 상     상  는 것  것  특징  하는 도체 치  

.

청 항 4 

1항 또는 2항에 어 ,

상  질  도체층 , MOCVD에 해 는 것  것  특징  하는 도체 치   .

청 항 5 

1항 또는 2항에 어 ,

상  질  도체층 , 층,  주행층,  공 층   층 어 는 것  것  특징

 하는 도체 치   .

청 항 6 

1항 또는 2항에 어 ,

상  질  도체층  공  후, 상   공 층 상에, 게 트 극,  극  드  극  하

는 극  공  갖는 것  것  특징  하는 도체 치   .

청 항 7 

실리콘, 사 어, SiC  어느 하 에 해  과,

상   에 연삭에 해  쇄층과,

상    상에 질  도체에 해  층과,

상  층 상에 질  도체에 해   주행층과,

상   주행층 상에 질  도체에 해   공 층과,

상   공 층 상에  게 트 극,  극  드  극

 갖는 것  것  특징  하는 도체 치.

청 항 8 

7항에 어 ,
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상  층, 상   주행층  상   공 층에 해 는 질  도체층에는, 압   생

하고 는 것  특징  하는 도체 치.

청 항 9 

실리콘, 사 어, SiC  어느 하 에 해 어 는 도체 결   ,

에는 연삭에 해 쇄층  어 고,

 상   상  어 고,

상   상에, 질  도체층  에피택  시키는 것  것  특징  하는 도체 결   .

  

   야

본 , 도체 치   , 도체 치  도체 결   에 한 것 다.[0001]

 경  

질  도체  GaN, AlN, InN 등 또는 들  재료는,  드 갭  갖고 어, 고   [0002]

또는 단    등  고 다.   , 고  는, 계 과  트랜지

(FET  :  Field-Effect  Transistor),  특 ,  고  동도  트랜지 (HEMT  :  High  Electron  Mobility

Transistor)에 한  개 어 다(  들 , 특허 헌 1).   같  질  도체  한 HEMT

는, 고 ㆍ고  폭 ,  칭  등에 다.

체 는, 질  도체  한 HEMT는,  상에, AlGaN/GaN(질 알루미늄갈 /질 갈 ) 헤  [0003]

가 어 고, GaN층   주행층  하는 것 다.  또한, 는, 통상, 사 어, SiC(실리콘

카 드), GaN(질 갈 ), Si(실리콘) 등에 해 어 는 것  다.

질  도체  1  GaN ,  포   도   드 갭  갖고 어,  내압 특  얻   [0004]

어, 우 한  특  갖고 다.  또한, GaN , c 에 평행한 [0001] 향  극  갖고 다(우 츠

(wurtzite form)).  라 , AlGaN/GaN  헤   한 경우에는, AlGaN과 GaN  격  상  

에 한 격  곡에 해, 피에  극(piezo polarization)  어, GaN층에  계  근 에는 고 도

2DEG(Two-Dimensional Electron Gas : 2 원  가 )가 생한다.

행 헌

특허 헌

(특허 헌 0001) 본 특허 원 공개 2002-359256  공보 [0005]

(특허 헌 0002) 본 특허 원 공개 2008-98434  공보 

 내

해결하 는 과

그런 ,  Si  사 어  등   상에,    상  (MOCVD  :  Metal  Organic  Chemical  Vapor[0006]

Deposition) 에 해, AlGaN층  GaN층  포함하는 질  도체층  에피택  시킨 경우, 막  루

어진 에  생한다.   같   , 과 도체층  하고 는 재료  격  상

, 열  계   등에 해, 막  도체층에   생함  생 는 것  생각 다.

 같 , 에 도체층  에피택  시킨 경우에  게 , 그 후  공 ,  들  지 트[0007]

도포  극  등  공 에 ,   할  없어,  할  없는 등  가 생하게 

다.  또한,  생한 에 는,  치에 한  시에,  변동 등  생하여, 원하는 도

할  없다고 하는 도 생하게 다.  라 , 도체 치  할   공 에  트러블
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원  고, 또한, 도체 치   하  래한다.

라 ,  에 MOCVD 에 해 도체층  에피택  시킨 경우에 어 도,    도[0008]

체 치   , 도체 치  도체 결    고 다.

과  해결 단

본 실시 태   에 하 ,   연삭하는 연삭 공 과, 상  연삭 공  후, 상   [0009]

에 질  도체층  에피택  시키는 질  도체층  공  갖고, 상  는 질  도체층

에는, 압   생하고 는 것  특징  한다.

또한, 본 실시 태  다   에 하 , 실리콘, 사 어, SiC  어느 하 에 해  과, 상[0010]

  에  연삭에  해   쇄층과,  상    상에  질  도체에  해  

층과, 상  층 상에 질  도체에 해   주행층과, 상   주행층 상에 질  도

체에 해   공 층과, 상   공 층 상에  게 트 극,  극  드  극  갖

는 것  것  특징  한다.

또한, 본 실시 태  다   에 하 , 실리콘, 사 어, SiC  어느 하 에 해 어 는 도[0011]

체 결   에 어 , 에는 연삭에 해 쇄층  어 고,  상   상

어 고, 상   상에, 질  도체층  에피택  시키는 것  것  특징  한다.

 과

개시  도체 치   , 도체 치  도체 결   에 하 ,  에 MOCVD 에[0012]

해 도체층  에피택  시킨 경우에 어 도,    에, 도체 치   공 에

 트러블 등  감시킬  고, 또한, 는 도체 치   향상시킬  다.

도  간단한 

도 1  막 과 결    특  계  도.[0013]

도 2는 1 실시 태에  도체 치  도.

도 3   에  연삭에 한   변  도.

도 4는  에  연삭에 한  변  도시하는 식도.

도 5는 1 실시 태에  도체 치    공 도.

도 6  2 실시 태에  크리트 키지  도체  도.

도 7  2 실시 태에  원 치  도.

도 8  2 실시 태에  고  폭  도.

 실시하  한 체  내

실시하  한 태에 하여, 하에 한다.  또한, 동 한 재 등에 해 는 동 한  고 [0014]

 생략한다.

〔 1 실시 태〕[0015]

그런 , Si 등  (10)  에, MOCVD에 해 질  도체층(20)  에피택  시킨 경우에 어 는,[0016]

도 1에 도시   같 , 질  도체층(20)에 압   생하는 경우    생하는 경우가

다.   같 , 질  도체층(20)에 생하는 압   또는  , MOCVD에  막 건에 

하여 생하는 것 ,  같  질  도체층(20)에 압   또는   생함 , 

(10)에  생한다.

그런 , 도체층(20)에  생하고 는 경우, 도 1  (a)에 도시   같    생하고 [0017]

는 경우보다도, 도 1  (b)에 도시   같  압   생하고 는 경우쪽 , 결   HEMT  하

   특 (  특 )  양 하다.  , (10) 상에 질  도체층(20)  에피택  시켰
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 , 질  도체층(20)에 압   생하고 는 것쪽 , 결  고, 또한, 는 HEMT  

 특  양 한 것  지견  얻어지고 다.

또한, Si 등  (10)  하여, HEMT  하는 경우에는, 도 2에 도시   같 , , 질[0018]

도체층(20) , 1 층(21), 2 층(22),  주행층(23),  공 층(24)  에피택  시킴

 한다.   1  층(21)  AlN에  해  어 고,  2  층(22)  AlGaN에 해 어

고,  주행층(23)  GaN에 해 어 고,  공 층(24)  AlGaN에 해 어 다.  에 

해,  주행층(23)에   주행층(23)과  공 층(24)  계  근 에는 2DEG(23a)가 다.

한편, Si 등    연삭 치 등에 해 연삭한 경우,    상  는 것도 지견[0019]

 얻어지고 다.  체 는, 도 3  (a)에 도시   같 , 연삭  에,  약간  상

 어 는 ( 에  고 가 약 40㎛)   약 20∼30㎛ 연삭한다.  에 해, 도 3  (b)에

도시   같 ,  ,  상  상  보다 ( 에  고 가 약 250㎛)해진다.  도 3

에 도시  경우에 는,  에 도체층  어  에,  상태에 ,   약간

 상  어 지만, 도체층  어 지 않  평평한 Si   연마한 경우에 어 도,

   상  는 것  생각 다.  또한, 도 3에 도시한 경우에 는,   20∼30

㎛ 연삭한 경우에 하여 타내고 지만,  경험 등에 하 ,  평평한   2∼3㎛

연삭한 것만 도   볼  상  는 것  지견  얻어지고 다.  ,   2㎛

상 연삭하 ,   볼  상  할  는 것  지견  얻어지고 는 것 다.   같 ,

  연삭함 ,    상  는 것 ,   연삭  행함 , 도 4

에 도시   같 , (10)  에 쇄층(11)  는 것에 한 것  생각 다.  , (10)

 연삭 , (10)  에  가해진 상태에  행해지  에, (10)  에  쇄층(11)

어 는 , 연삭 시에 가해진 에 해, 도가 아지는 것  생각 다.  에 해, 쇄층

(11)에  압   생하  에, (10)   볼  상  고, 것에 하여,  

  상  는 것  생각 다.  또한, 도 3  (10)  Si에 해 어 는 경우에 하여 도

시하는 것 지만, 사 어, SiC에 해  에 도, 쇄층(11)  , 마 가지  경향  는

것  다.  또한,   연삭하는 연삭 치 는, 그라  등  들  다.

상  내 , 가  연  행한 결과, 지견  얻어진 것 , 본 에  본 실시 태는[0020]

 같  지견에 하여 루어진 것 다.

( 도체 치   ) [0021]

다 , 본 실시 태에  도체 치   에 하여 도 5에 하여 한다.[0022]

에, 도 5  (a)에 도시한  같 , (10)  비한다.   (10)  실리콘 (111)  , [0023]

 평평한 다.

다 , 도 5  (b)에 도시한  같 , 연삭 치에 해 (10)   십㎛ 연삭한다.  에 해,[0024]

(10)  에는, 미지층 라고도 리는 쇄층(11)  약 10㎛ 다.   같  쇄층(11)  

(10)  에 , (10)   볼  상  는 상  변 고, 것에 하여, 

(10)    상  는 상  변 다.  또한,  후,   행한다.  에 해, 본

실시 태에  도체 결    얻   다.

다 , 도 5  (c)에 도시한  같 , MOCVD에 해, (10)  에, 질  도체층(20)  1 [0025]

층(21),  2  층(22),   주행층(23),   공 층(24)   에피택  에  해  층

한다.  또한, 1 층(21)  AlN에 해 어 고, 2 층(22)  AlGaN에 해 어 고,

 주행층(23)  GaN에 해 어 고,  공 층(24)  AlGaN에 해 어 다.  에 해, 

 주행층(23)에   주행층(23)과  공 층(24)  계  근 에는, 2DEG(23a)가 다.

MOCVD에 한 에피택  에 한 막  건 , 1 층(21), 2 층(22),  주행층(23), [0026]

공 층(24)  함 , (10)   볼  상  는 건, , 막에 압   생하는 건

에 해 막한다.  에 해, MOCVD에 한 막 , (10)    상 었  것 , MOCVD에 

해 질  도체층(20)  에피택  시킴 , 략 평평 또는, 약간 볼  상  다.  , 연삭에

해 생한 쇄층(11)에 해 (10)    상  는 과, 질  도체층(20)  에피택

 에 해 생한 (10)   볼  상  는   상쇄  에, (10)  
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, 략 평평, 또는, 약간 볼  상  상태  다.   상태는, 에 평평한  하여, 압  

 생하는 건에  질  도체층  막한 경우  비 하 , 평탄에 가 운 상태 다.   같 , 본

실시 태에 는, (10)   평탄에 가 운 상태   에,   시  도 지 없  행할

 고,   치에  한  에 도,   변동  등  생하지  않아  치 한   할   다.

라 , 도체  공 에  트러블  생  억 할  고, 또한, 도체 치   등  향상시킬 

다.

다 , 도 5  (d)에 도시한  같 ,  공 층(24) 상에,  재료에 해 게 트 극(31),  [0027]

극(32), 드  극(33)  하고, 다 싱 우 등에 해, 마다 리한다.  에 해, 본 실시 태에

 도체 치  할  다.

본 실시 태에  도체 치   에 해  도체 치는, 질  도체층(20)에는 압  [0028]

 생하고  에,  특  양 하다.  또한, 질  도체층(20)  한 후  (10)

 평탄에 가 운 상태  에,   지 없  행할  고, 또한,  시에  변동  

생  억 할   에, 미 한  등  하게 할  다.  라 , 본 실시 태에  도체

치   에 해  도체 치는,  특  등  양 하고, 또한 도 다.

또한, 상 에 는, MOCVD에 해 질  도체층(20)  막하  에, (10)    상  하[0029]

에, (10)   연삭하는 에 하여 하 다.  그러 , 연삭 에도 (10)   

 상  할  는  , 그 에 해 (10)    상  한 것  해도 

다.  또한,  (10)    상  어 는 (10)  다  에 해 하는 것

가능하 , 그  같 ,    상  어 는 (10)   상에, MOCVD에 한 에피택

에 해 질  도체층(20)  해도  다.

〔 2 실시 태〕[0030]

다 , 2 실시 태에 하여 한다.  본 실시 태는 도체 , 원 치  고주  폭[0031]

다.

본 실시 태에  도체 는, 1 실시 태에  도체 치  크리트 키지한 것 , [0032]

같  크리트 키지  도체 에 하여, 도 6에 하여 한다.  또한, 도 6  크리트 

키지  도체 치  내  식  도시하는 것 , 극  치 등에 해 는, 1 실시 태에 타

내어  는 것과는 상 하다.

에, 1 실시 태에   도체 치  다 싱 등에 해 단함 , GaN계  도체 재료  HEMT[0033]

 도체 칩(410)  한다.   도체 칩(410)  리드 프 (420) 상에,  등  다  어태치 (430)에

해 고 한다.  또한,  도체 칩(410) , 1 실시 태에  도체 치에 상당하는 것 다.

다 , 게 트 극(411)  게 트 리드(421)에 본  어(431)에 해 하고,  극(412)  [0034]

리드(422)에 본  어(432)에 해 하고, 드  극(413)  드  리드(423)에 본  어(433)에

해 한다.  또한, 본  어(431, 432, 433)는 Al 등   재료에 해 어 다.  또한, 본 실

시 태에 는, 게 트 극(411)  게 트 극 드 , 1 실시 태에  도체 치  게 트 극

(31)과 어 다.  또한,  극(412)   극 드 , 1 실시 태에  도체 치  

극(32)과 어 다.  또한, 드  극(413)  드  극 드 , 1 실시 태에  도체 

치  드  극(33)과 어 다.

다 , 트랜  몰드 에 해 몰드 지(440)에 한 지  행한다.   같  하여, GaN계  도[0035]

체 재료  한 HEMT  크리트 키지 어 는 도체  할  다.

다 , 본 실시 태에  원 치  고주  폭 에 하여 한다.  본 실시 태에  원 치[0036]

 고주  폭 는, 1 실시 태에  도체 치  한 원 치  고주  폭 다.

에, 도 7에 하여, 본 실시 태에  원 치에 하여 한다.  본 실시 태에  원 치[0037]

(460)는, 고압  1 측 (461), 압  2 측 (462)  1 측 (461)  2 측 (462) 사 에 

는 트랜 포 (463)  비하고 다.  1 측 (461)는,  원(464),  브릿지  (465), 복

 칭 (도 7에 도시한 에 는 4개)(466)  하  칭 (467) 등  비하고 다.  2 측

(462)는, 복  칭 (도 7에 도시한 에 는 3개)(468)  비하고 다.  도 7에 도시한 에
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는,  1  실시  태에  도체  치  1 측  (461)  칭  (466   467)  하고  다.

또한, 1 측 (461)  칭 (466  467)는, 리 프  도체 치  것  람직하다.  또한, 2

측 (462)에  고 는 칭 (468)는 실리콘에 해 는 통상  MISFET(metal insulator

semiconductor field effect transistor)  하고 다.

다 , 도 8에 하여, 본 실시 태에  고주  폭 에 하여 한다.  본 실시 태에  고주[0038]

 폭 (470)는,  들    지  워 앰프에 해도 다.   고주  폭 (470)는, 

지  프리  (471), 믹 (472), 워 앰프(473)  향  결합 (474)  비하고 다.  지  프

리  (471)는,  신  비  곡  보상한다.  믹 (472)는, 비  곡  보상   신

  신  믹싱한다.  워 앰프(473)는,  신  믹싱   신  폭한다.  도 8에 도시한 에

는, 워 앰프(473)는, 1 실시 태에  도체 치  갖고 다.  향  결합 (474)는,  신

 신  니 링 등  행한다.  도 8에 도시한 에 는,  들 , 치  에 해, 믹 (472)

에 해  신   신  믹싱하여 지  프리  (471)에 하는 것  가능하다.

상, 실시 태에 하여 상 하 지만, 특 한 실시 태에 한 는 것  아니 , 특허 청  에 재[0039]

  내에 , 다양한 변   변경  가능하다.

상  에 하여, 또한 하   개시한다.[0040]

(  1)[0041]

  연삭하는 연삭 공 과,[0042]

상  연삭 공  후, 상   에 질  도체층  에피택  시키는 질  도체층  공[0043]

갖고, 

상  는 질  도체층에는, 압   생하고 는 것  특징  하는 도체 치   .[0044]

(  2) [0045]

상  , 실리콘 , 사 어 , SiC  것  특징  하는  1에 재  도체 치  [0046]

 .

(  3) [0047]

상  , 실리콘 (111)   것  특징  하는  1에 재  도체 치   .[0048]

(  4) [0049]

상  연삭 공 에 해, 상     상  는 것  것  특징  하는  1 내지 3  어[0050]

느 하 에 재  도체 치   .

(  5)[0051]

상  연삭 공 , 상    2㎛ 상 연삭하는 것  것  특징  하는  1 내지 4  어느 하[0052]

에 재  도체 치   .

(  6)[0053]

상  연삭 공 , 크라 브 치에 해,   연삭함  행해지는 것  것  특징  하는 [0054]

 1 내지 5  어느 하 에 재  도체 치   .

(  7)[0055]

상  질  도체층 , MOCVD에 해 는 것  것  특징  하는  1 내지 6  어느 하 에 재[0056]

 도체 치   .

(  8)[0057]

상  질  도체층 , 에피택  에 해 는 것  것  특징  하는  1 내지 7  어느 하[0058]

에 재  도체 치   .

(  9) [0059]
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상  질  도체층 , 층,  주행층,  공 층   층 어 는 것  것  특징[0060]

 하는  1 내지 8  어느 하 에 재  도체 치   .

(  10)[0061]

상  층 , 1 층과 2 층  갖고 , 상   상에, 상  1 층, 상  2 층[0062]

 는 것 고,

상  1 층 , AlN  포함하는 재료에 해 어 고,[0063]

상  2 층 , AlGaN  포함하는 재료에 해 어 는 것  것  특징  하는  9에 재  [0064]

도체 치   .

(  11)[0065]

상   주행층 , GaN  포함하는 재료에 해 어 는 것  것  특징  하는  9 또는 10에 [0066]

재  도체 치   .

(  12) [0067]

상   공 층 , AlGaN  포함하는 재료에 해 어 는 것  것  특징  하는 9 내지 11  어느[0068]

하 에 재  도체 치   .

(  13)[0069]

상  질  도체층  공  후, 상   공 층 상에, 게 트 극,  극  드  극  하[0070]

는 극  공  갖는 것  것  특징  하는  1 내지 12  어느 하 에 재  도체 치  

.

(  14)[0071]

실리콘, 사 어, SiC  어느 하 에 해  과,[0072]

상   에 연삭에 해  쇄층과,[0073]

상    상에 질  도체에 해  층과,[0074]

상  층 상에 질  도체에 해   주행층과,[0075]

상   주행층 상에 질  도체에 해   공 층과,[0076]

상   공 층 상에  게 트 극,  극  드  극  갖는 것  것  특징  하는 도체[0077]

치.

(  15)[0078]

상  층, 상   주행층  상   공 층에 해 는 질  도체층에는, 압   생[0079]

하고 는 것  특징  하는  14에 재  도체 치.

(  16)[0080]

상  도체 치는, HEMT  것  특징  하는 14 또는 15에 재  도체 치.[0081]

(  17) [0082]

실리콘, 사 어, SiC  어느 하 에 해 어 는 도체 결   에 어 ,[0083]

에는 연삭에 해 쇄층  어 고,[0084]

 상   상  어 고,[0085]

상   상에, 질  도체층  에피택  시키는 것  것  특징  하는 도체 결   .[0086]

(  18) [0087]

 14 내지 16  어느 하 에 재  도체 치  갖는 것  특징  하는 원 치.[0088]
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(  19)[0089]

 14 내지 16  어느 한 항에 재  도체 치  갖는 것  특징  하는 폭 .[0090]

 

10 : [0091]

11 : 쇄층

20 : 질  도체층

21 : 1 층

22 : 2 층

23 :  주행층

23a : 2DEG

24 :  공 층

31 : 게 트 극

32 :  극

33 : 드  극

도

도 1

도 2
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도 3

도 4
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도 5
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도 6
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도 7
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도 8
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